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TEMA 11: MEMORIAS SEMICONDUCTORAS

1.- INTRODUCCION

Ya se ba hablado de la necesidad de las memorias para almacenar los progr¿unas a ejecular por

el pP y los datos que va a utilizar. Existen, enlre otrasb varios tipos de memorias:
f* las no-volftil¿s l-^ ¡
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Una memo¡ia de ¿¿ct ¿ru/escritwa es aquella que pr€de escribine en ella y leer de ella. Es deci¡

los contenidos de la memoria pueden ser modificados-

En una memoria & xílo kcta¡a, sol¿m€nte se puede realizar la o¡nración de lechüa de

información.

Los microprocesadores requieren un almacén no volátil para su¡t progr¿üx¡s de control por

ejemplo.

2.1.- Memorias d€ sóIo lectura pmgramad¿s por máscara-

En el caso de producciones a gran escala de sistemas basados en algun pP, el método más

efectivo y de mejor coste es implement¿r las memorias de solo lectua mediante disposilivos

prog¡amados por miíscara. Tales disposiüvos son programados durante su fabricación; la "máscara"

utiliz¿da determi¡a el dato actu¿l alr¡¿cen¿do dentro del chip. La información a prograrnar es

suministrada al fabricante de semiconductores (C.I.) por el fabricante de los sistema< basados en FPs. Ya

que el proceso solámente es rentable para cantidades que oscilan alrededor de las decenas de miles de

dispositivos, es obvio que el fabricante de los sistenras basados en pP necesitaní la segu¡idad de que 1a

inforrnación programada está libre de eÍores.

2.2.- Menorias de sóIo lectura programables @ROM).

Estas memo¡ias son renlables a media escala de producción y son programables por el

fabricante de los sistemas basados en pPs. La memoria PROM coosiste en una matrjz o array de

"fusibles". Estos flrsibles pueden frmdirse o cortane mediante la aplicación de un pulso de corriente, 10

suficientemente grande para flmdir la conexión

El proceso de programación es lento pero el equipo que se necesita para realizarlo es

relativamente barato.

2.3.- Memori¡s de sólo lectura programables y bor.r¡lrles.

Tenemos dos tipos:

* EPROM : Son memorias que se programan eléctricamente y se borran mediante luz ultraüoleta.
* EEPROM : Son memorias que se prograrnan y borran eléctricamente.-,

MEMORIAS DE SOLO LECTURA
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3.. MEMORIAS I}E ACCESO ALEATORIO (RAM)

Los microprocesadores t¿mbién necesitan acceder a memorias de lechüa y escritua, como son

las memori¿s RAM- Se requiere mucbas veces alaacenar datos de manera temporal que después serfur

utilizados y actualizados. Una vez que se corta la alim€ntació4 los datos alm¿cer¿dos ea las RAM se

borran-

4.. DECODIÍ'ICADOR DE DIRECCIÓN

Cada posición en un¿ memo¡ia tiene su propia direccióny en cad¿ di¡ección (posición) se

almacena un dato (en nuestrocaso, un byte).

Un ]vfapa de Memoria es el eqncio de nremoria disponible por el sistema. En el mapa de

memoria se encuentran todas las posibles ¡nsiciones di¡eccionables. Para un sistern¿ cuyo bus de

Düecciones es de 16 bits la rnÁxima capacidad de direccionar es de 216 = ó5536 (64 Kb''tes) posiciones o

direcciones. Un ejemplo de un mapa de menoria de 64 Kbyt€s es:
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titAPA DE MEMORIA DE 64Kbvtes

5.- I.A MEMORIA RAM 6264

Tiene 28 patillas y una capacidad de 8 Kbltes de memoria.El patillaje es:

Vcc: Tensión o voltaje de aliment¿ción.

GND: Tierra-

NC: No conectada

40...412: Patillas de direcciones.

D1...D8: Patillas de entrada o salida de datos.

CS 1 : Chip Select. Selección de Chip- Actila a baja.

6 Oopot e*bl". Ilabilitación de salida. Pa¡a leer datos de la memoria. Activa a baja.



WE: Write Enable. Habilitación de escritura. Activa a baia.

6.- CIRCUITO DE 64 KBYTES BASADO EN 6264

6264


